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20. 

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

PROCEDEU DE OBŢINERE A NANOMEMBRANEI PERFORATE DE AU. 
 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

NOVEL ELECTROCHEMICAL APPROACH FOR THE FABRICATION OF FREE-STANDING 
PERFORATED AU NANOMEMBRANES IN TWO STEPS. 

Autor / autori Monaico Eduard, Monaico Elena, Ursachi Veaceslav, Tighineanu Ion 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

cererea de brevet de invenție: a2020 0052 din 2020.06.09 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Propunem o tehnologie electrochimică cost-efectivă în doi pași la temperatura camerei 
pentru obținerea nanomembranelor de Au. Un film subțire de Au cu grosime mai mică 
de 100 nm a fost depus prin depunerea electrochimică din impulsuri pe un substrat de 
GaAs în prima etapă, urmată de anodizare pentru a introduce porozitatea în substratul 
de GaAs sub filmul de Au. La parametrii optimizați de anodizare, are loc desprinderea 
filmului de substrat. Filmul de Au constă dintr-un monostrat de nanoparticule de Au cu 
diametrul 20-30 nm și s-a dovedit a fi flexibil și extensibil, cu posibilități de a transfera 
nanomembranele preparate pe diferite substraturi. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

Herein, we propose a roomtemperature two-step cost-effective electrochemical 
technology for the preparation of freestanding Au nanomembranes. A thin Au film 
with thickness less than 100 nm was deposited by pulsed electroplating on a GaAs 
substrate in the first step, followed by anodization in the second technological step to 
introduce porosity into the GaAs substrate underneath the Au film. At optimized 
parameters of anodization, detachment of the film from the substrate occurs. The gold 
film consists of a monolayer of Au nanoparticles 20-30 nm and proved to be flexible 
and stretchable, with possibilities to transfer the prepared nanomembranes to various 
substrates. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Invenţia se referă la tehnologia de producere a membranelor metalice 
nanostructurate, care pot fi folosite în tehnologiile de separare a fazelor, precum şi în 
microelectronică, optoelectronică şi nanoelectronică (la nivel de laborator.). 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 
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21. 

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

PROCEDEU DE OBŢINERE ÎNTR-UN SINGUR PAS TEHNOLOGIC A NANOFIRELOR DE 
ARSENIURĂ DE GALIU 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

ONE-STEP TECHNOLOGICAL APPROACH FOR GAAS NANOWIRES OBTAINING 

Autor / autori Monaico Eduard, Monaico Elena, Ursachi Veaceslav, Tighineanu Ion 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

cererea de brevet de invenție: a2020 0053 din 2020.06.09 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Este propus procedeul tehnologic pentru obţinerea rețelelor de nanofire de GaAs cu 
diametrul în diapazonul 100 – 500 nm prin corodarea electrochimică într-un singur pas 
tehnologic, care asigură producerea nanofirelor orientate perpendicular pe suprafața 
suportului și cu o distribuție omogenă pe suprafața plachetei de GaAs. La parametrii 
electrochimici optimal, nanofirele nu sunt crescute, ci spațiul din jurul nanofirelor este 
dizolvat. Astfel, nanofirele rămase au aceeași cristalinitate și puritate ca și cristalul 
folosit la corodare. 
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Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

Herein, we propose the technological route in one-step via electrochemical etching of 
bulk GaAs substrates for obtaining of a network of semiconductor nanowires with a 
diameter in the range of 100 - 500 nm, the nanowires being oriented perpendicular to 
the surface of the substrate and with a homogeneous distribution on the surface of 
the semiconductor wafer. As a result of anodization at optimal electrochemical 
parameters, the nanowires are not growth but the space around the nanowires is 
etched and the remaining nanowires have the same crystallinity and purity as used 
wafer 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Invenţia se referă la tehnologia de producere a tehnologia de producere a materialelor 
nanostructurate, în special la procedee de obţinere a nanostructurilor prin tratament 
electrochimic, care pot fi folosite în microelectronică, optoelectronică şi 
nanoelectronică. Laborator 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 
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22. 

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

DETECTOR DE RADIAŢIE INFRAROŞIE ÎN BAZA NANOFIRULUI DE ARSENIURĂ DE GALIU 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

ELABORATION OF INFRARED PHOTODETECTOR BASED ON SINGLE GAAS NANOWIRE. 

Autor / autori Monaico Eduard, Ursachi Veaceslav, Monaico Elena, Tighineanu Ion 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

cererea de brevet de invenție: a2020 0054 din 2020.06.09 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Este propus procedeul tehnologic pentru fabricarea fotodetectorului de radiație 
infraroșie în baza unui singur nanofir de GaAs cu o sensibilitate înaltă și caracteristici 
dinamice bune, obținut prin corodarea electrochimică cost-efectivă a plachetei de 
GaAs, ce nu necesită echipamente sofisticate și costisitoare. Corodarea electrochimică 
se efectuează la temperatura camerei într-un electrolit de 1M HNO3. Un design special 
al contactelor ohmice de Cr/Au la capetele nanofirului de GaAs a fost aplicat prin 
litografie cu fascicul laser. Problema rezolvată prin invenția dată constă în elaborarea 
unui fotodetector de radiație infraroșie cu un fotorăspuns de ordinul a 100 mA/W și 
care poate fi încorporat pe o mare varietate de substraturi. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

Herein, we propose the manufacture of IR photodetector based on single GaAs 
nanowire with good sensitivity and dynamic characteristics prepared by a cost-
effective electrochemical etching of GaAs wafer, which does not require sophisticated 
and expensive equipment. The electrochemical etching being performed at room 
temperature in 1M HNO3 electrolyte. A special design of Cr/Au ohmic contacts at the 
ends of the GaAs nanowire was applied via laser beam lithography. The task solved by 
the proposed invention consists in the elaboration of an infrared radiation 
photodetector with photoresponse of the order of 100 mA/W, which can be 
incorporated on a wide variety of substrates. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Invenţia se referă la optoelectronică, în particular la fotodetector de radiaţie infraroşie. 
Nivel de laborator a detectorilor în baza unui singur nanofir cu diametrul de 200 nm, 
250 nm și 400 nm. 

Distincţii obţinute la 
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